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１．はじめに： LiNbO3(LN)などの圧電基板上を

伝搬するリーキー弾性表面波 (Leaky SAW: 
LSAW)は，レイリ―波に比べて大きな電気機

械結合係数 K2 を有しているが，バルク波を基

板内部に放射しながら伝搬するため伝搬減衰

を有している．その低減方法として，基板より

も位相速度の遅い薄膜などを装荷し，無損失化

(ラブ波化)する方法が知られている．一方，著

者らは，基板領域よりも高音速の逆プロトン交

換層を有する層状構造を提案し，LSAW や縦型

LSAW の伝搬減衰が低減することを明らかに

した[1-3]．また，高音速な AlN 薄膜を装荷し

ても縦型 LSAW の低損失化が可能であること

を明らかにした[4,5]．本報告では，K2 の大き

な 10° Y カット X 伝搬(10° Y-X)LN 基板上の

LSAW を取り上げ，AlN 薄膜を装荷した場合の

伝搬特性を評価した結果について述べる． 
 

２．理論解析： AlN 薄膜を装荷した 10° Y-X LN 
上の LSAW 伝搬減衰を計算した(境界面短絡)．
後述する成膜条件により得られる AlN 薄膜に

対して算定した弾性定数[5]を用いた．波長で
規格化した膜厚 h/λに対する伝搬減衰の計算値

を図 1 に示す．伝搬減衰は AlN 薄膜の膜厚に

対して減少し，h/λ=0.1 付近においてゼロ減衰

の LSAW が現れることがわかった．その後，

伝搬減衰は膜厚に対して増加した． 
 
３．実験： 10° Y-X LN 基板上に波長=8.0 m，

10 対のシングル電極を有する送受すだれ状電

極(IDT)を Al 蒸着薄膜にて形成した(伝搬路は

短絡表面)．伝搬損失を評価するため，伝搬路

長 Lが 10 ，25 ，50 の送受 IDT を作製した．

ロングスロースパッタカソードを有するRFス

パッタリング装置を用いて，基板温度 150 °C
にて，IDT と伝搬路上に AlN 薄膜を成膜し，

前項でゼロ減衰を示した規格化膜厚 h/=0.1 を

含むように複数の膜厚を有する試料を作製し

た．なお，成膜した AlN 薄膜は，配向性が低

い非圧電性の薄膜である． 
L50 の試料における送受 IDT 間の周波数

特性を図 2 に示す．タイムゲート処理により直

達電磁波とTriple transit echoの影響を除いたも

のである．未装荷の試料では，550 MHz 付近に 
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図 1  規格化膜厚に対する LSAW伝搬減衰 
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図 2  送受 IDT 間の周波数特性 

 
現れているLSAWの応答の挿入損失は約30 dB
であった．h/=0.125 の試料の挿入損失は，未
装荷試料よりも約 20 dB 減少した．伝搬路長に
対する挿入損失の傾きから求めた伝搬損失の
測定値を図 1 中に示す．測定値は，計算値と同
様の膜厚依存性を示した．h/=0.125 の試料に
おいて 0.02 dB/の伝搬損失が得られ，未装荷
試料の測定値 0.40 dB/と比べてに低減す
ることを明らかにした．
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